Etendue spatiale de I'impact des dislocations sur les performances électriques des cellules
solaires a base de silicium
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L’électroluminescence en imagerie est une technique d’analyse des cellules solaires dont 1’apport scientifique
comme industriel a été largement démontré depuis de nombreuses années. Des caractéristiques aussi variées
que la résistance de couche [1], la résistance shunt [2], la longueur de diffusion [3], ou le rendement quantique
[4] peuvent par exemple étre cartographiés. Pour aller plus loin nous pouvons utiliser le théoreme de réciprocité
entre injection et extraction de courant mis en évidence par Donolato [5] en 1985, approfondi par Rau en 2007
en faisant un lien LED-PV [7] et généralisé par M.A. Green en 2012 [6]. Gréace a ces relations nous montrons
par électroluminescence que les dislocations présentes dans une cellule solaire silicium perturbent 1’extraction
des charges trés au-dela de leur seule localisation entrainant des chutes en courant. Nous montrons également
par photoluminescence que la dégradation observée ne résulte pas d’une diminution locale de la tension qui
pourrait étre attribuée a une plus grande concentration de défauts. En paralléle, nous analysons localement le
rendement quantique dans les zones impactées afin d’avoir une idée plus compléte des paramétres de transport
locaux mis en jeu.

Figure 1 —Image d’électroluminescence, cellule Si/Al-BSF
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Figure (A) Profils d’intensité d’électroluminescence selon reperes de la figure 1. (B) Profils de fonction de transfert aux
mémes positions
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